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ПРЕДНАЗНАЧЕН  ДЛЯ  РАБОТЫ В УСИЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМАХ 
УСТРОЙСТВ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.       
  

• Изготавливается в коpпусе КТ-27 (ТО-126).  
                                                
                                                   

                                              1- эмитт.2 –колл.3 – база.       
 

ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ  РЕЖИМЫ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Параметры Обозначе-

ние 
Едини-
ца из-
мер. 

Значение 

Напряжение коллектор-база                                                 КТ961А 
                                                                                                 КТ961Б 
                                                                                                 КТ961В         

Uкб max В 100 
80 
60 

Напpяжение коллектоp-эмиттер (Rбэ=1кОм,  Iк=1мА)     КТ961А 
                                                                                                 КТ961Б 
                                                                                                 КТ961В  

Uкэr max В 100 
80 
60 

Напpяжение коллектоp-эмиттер   (Rбэ= ∞)                        КТ961А 
                                                                                                 КТ961Б 
                                                                                                 КТ961В  

Uкэо max В 80 
60 
45 

Напряжение эмиттер-база Uэб max В 5 
Постоянный ток коллектора Iк max А 1.5 
Импульсный ток коллектора (tu ≤30мкс, Q ≥10) Iки max А 2.0 
Постоянный ток базы Iб max А 0.3 
Рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом 
                                                             без теплоотвода 

Pк max Вт 12.5 
1.0 

Температура перехода Tj °C 150 
Диапазон рабочих температур среды -45 ÷+85°С 
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  ( Tокр.ср.=25°C ) 

Паpаметpы Обозна-
чение 

Ед. 
из-
меp 

Режимы измеpения Mi
n 

Max 

Обратный ток коллектора                Iкбо мкА Uкб=60В  - 10 
Обратный ток эмиттера  Iэбо мкA Uэб = 5 B - 100 
Статический коэффициент передачи тока   КТ961А 
                                                                          КТ961Б 
                                                                          КТ961В 

 h21Е  Uкэ = 2 B, Iэ= 150 мА 40 
63 
100 

100 
160 
250 

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер  Uкэ 
(нас) 

В Iк = 500 мA, Iб = 50 
мA 
 

- 0.5 
 

Граничная частота коэф. передачи тока в схеме с 
общим эмиттером 

fгр мГц Uкб = 10 B, Iэ= 30 мА, 
fгр= 100 мГц 

50 - 

Граничное напряжение                                  КТ961А 
                                                                          КТ961Б 
                                                                          КТ961В 

 Uкэо гр  В Iк = 20 мА, Iб = 0  
  

80 
60 
45 

- 
- 
- 
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